
Θέµα 1. α) Τι ρόλο παίζει η χωρητικότητα εισόδου µιας βαθµίδας ολοκληρωµένου κυκλώµατος τεχνο-

λογίας CMOS και από ποιούς παράγοντες εξαρτάται;

β) Κατά την αρχική σχεδίαση ενός µικροεπεξεργαστή, ποιοί παράγοντες θεωρείτε ότι θα επηρέαζαν πε-

ρισσότερο την ταχύτητά του;

γ) Για δύο MOSFET ίδιας τεχνολογίας αλλά διαφορετικού τύπου πρόσµιξης (n και p αντίστοιχα), ποιό

θα έχει τη µεγαλύτερη διαγωγιµότητα και γιατί;

δ) H ελαχιστοποίηση των διαστάσεων αντιτίθεται στην ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης ισχύος;

Tι συνέπειες υπάρχουν στην καθυστέρηση µετάδοσης;

Θέµα 2. α) Τι ιδιότητες πρέπει να έχει το υλικό κατασκευής του ηλεκτροδίου της πύλης σε διάταξη MOS-

FET;

β) Αν είναι δυνατή η υλοποίηση λογικού κυκλώµατος µε τη χρήση ενός είδους πυλών (NAND ή NOR)

ποιό είδος θα επιλέξετε και για ποιούς λόγους;

γ) Nα γίνει φυσικός σχεδιασµός πύλης NAND δύο εισόδων µε τεχνολογία CMOS.

δ) Να γίνει συµβολικός σχεδιασµός πύλης NAND δύο εισόδων µε τεχνολογίες CMOS και NMOS και

συγκριτική αξιολόγηση των δύο τεχνολογιών.

ε) Υπό ποιές συνθήκες χρησιµοποιείται και τι ανάγκες καλύπτει το SiO2 στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα;

ΟΙ απαντήσεις να είναι ακριβείς και λεπτοµερείς.
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